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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月8日(2016.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の電極を備えた基板上の光電子デバイスであって、
　前記第１の電極は、前記基板上に配設されており、前記第２の電極は対向電極を形成し
、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に、少なくとも１つの光活性な層系が配設され
ており、当該層系は、有機材料を含む少なくとも１つのドナー－アクセプター系を備える
光電子デバイスであって、
　前記対向電極（１）は、少なくとも１つの第１の層（２）と、当該第１の層（２）と前
記光電子デバイスの光活性な層系との間に配設されている１つの第１の中間層（３）と、
当該第１の層（２）上に配設されている１つの第２の層（４）とを備え、当該第１の層（
２）は、金属、または銀を含む合金を含み、当該第１の中間層（３）はＣａ，Ｍｇ，また
はＭｏＯxを含み、当該第２の層（４）は、１０～１００ｎｍの層厚および２より大きい
屈折率を有する、
　ことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記第１の電極と前記第２の電極との間には、少なくとも１つのドーピングされた輸送
層，部分的にドーピングされた輸送層，またはドーピングされていない輸送層が配設され
ていることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記第１の層（２）は、ＡｇおよびＣａから成る合金、またはＡｇおよびＭｇから成る
合金を含み、好ましくはＡｇまたはＣａまたはＭｇの割合は、少なくとも３０％であるこ
とを特徴とする、請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記対向電極の前記第１の中間層（３）は、０．１～１００ｎｍの層厚を有し、熱的蒸
着によって堆積されていることを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか１項に記載のデ
バイス。
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【請求項５】
　前記対向電極（１）の前記第１の層（２）は、３～２０ｎｍの層厚を有し、好ましくは
５～１０ｎｍの層厚を有することを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の
デバイス。
【請求項６】
　前記第２の層（４）は、アルカリ金属またはアルカリ土類金属，金属酸化物または有機
材料を含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記第２の層（４）は、窒化物，セレン化物，硫化物，酸化物，テルル化物，またはポ
リマーを含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記第２の層（４）は、２．２より大きい屈折率を有することを特徴とする、請求項１
乃至７のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記第２の層（４）上に、酸化物を含みかつ層厚が１００ｎｍより大きい保護層（５）
が配設されていることを特徴とする、請求項１乃至８のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記第１の中間層（３）と前記対向電極の前記第１の層（２）との間に、金属または金
属酸化物からなる第２の中間層（６）が挿入されており、当該第２の中間層（６）は、０
．０５～３０ｎｍの層厚を有することを特徴とする、請求項１乃至９のいずれか１項に記
載のデバイス。
【請求項１１】
　前記対向電極（１）の前記第１の層（２）と前記第２の層（４）との間には、金属また
は金属酸化物から成るもう１つの中間層（７）が挿入されていることを特徴とする、請求
項１乃至１０のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記基板は不透明または透明に実装されていることを特徴とする、請求項１乃至１１の
いずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記基板は可撓に実装されていることを特徴とする、請求項１乃至１２のいずれか１項
に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記光電子デバイスは、有機太陽電池セルであることを特徴とする、請求項１乃至１３
のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記デバイスは、ｐｉｎシングルセル，ｐｉｎタンデムセル，ｐｉｎ多層セル，ｎｉｐ
シングルセル，ｎｉｐタンデムセル，またはｎｉｐ多層セルであることを特徴とする、請
求項１乃至１４のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１６】
　少なくとも１つの第１の層（２）と、１つの第１の中間層（３）と、１つの第２の層（
４）を含む層系から成る、光電子デバイス用の電極構造体であって、当該第１の層（２）
は、金属または合金から成り、当該第１の中間層（３）は、光活性な層と前記第１の層（
２）との間に配設されており、当該第２の層（４）は当該第１の層（２）上に配設され、
２より大きい屈折率を有することを特徴とする電極構造体。
【請求項１７】
　前記電極構造体は、前記第２の層（４）上に配設されている保護層（５）か、または前
記第１の中間層（３）と前記第２の層（２）との間に配設され、金属または金属酸化物を
含む第２の中間層（６）か、または前記第１の層（２）と前記第２の層（４）との間に配
設され、金属または金属酸化物を含むもう１つの中間層（７）を含むことを特徴とする、
請求項１６に記載の電極構造体。
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【請求項１８】
　光電子デバイスにおける、請求項１６または１７に記載の電極構造体の使用。
【請求項１９】
　光電子デバイス用の電極構造体の製造方法であって、少なくとも
　デバイスの光活性な層系上に、アルカリ金属またはアルカリ土類金属または金属酸化物
から成る第１の中間層（３）を熱的蒸着を用いて堆積するステップと、
　前記第１の中間層（３）上に、電子ビーム蒸着，レーザービーム蒸着，アーク蒸着，分
子線エピタキシー，スパッタリング，イオンビームアシスト堆積，イオンプレーティング
，ＩＣＢ技術から成るグループから選択された堆積技術によって、金属または合金から成
る第１の層（２）を堆積するステップと、
　前記第１の層（２）上に第２の層（４）を堆積するステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
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